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V. Відомості про дисертацію
Мова дисертації:
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Тема дисертації:
1. Перехідні та реверсивні фотостимульовані перетворення в плівках халькогенідних скловидних
напівпровідників та інтерференційна літографія на їх основі.

2. Transient and reversible photo-stimulated transformations in films of chalcogenide vitreous semiconductors
and interference lithography on their basis.

Реферат:
1. В дисертації викладено результати досліджень фотостимульованих ефектів, які спостерігаються в тонких
відпалених плівках халькогенідних скловидних напівпровідників (ХСН), а саме послідовного позитивного
фоторезистивного процесу та явища фототравлення. Описано явище фототравлення у відпалених плівках
ХСН, суть якого полягає у фотостимульованому підвищенні розчинності експонованих ділянок плівок ХСН
при їх одночасному експонуванні та травленні, причому, на відміну від традиційної літографії, в даному
випадку спостерігається позитивний тип травлення при застосуванні тих же протравлювачів. Також було
встановлено, що достатня селективність для проведення літографічного процесу притаманна відпаленим
плівкам ХСН при послідовному експонуванні та травленні. Досліджено феноменологію та запропоновано



механізми досліджуваних ефектів фототравлення та послідовного фоторезистивного процесу у відпалених
плівках ХСН. Розроблено фоторезисти на основі ефектів фототравлення та послідовного фоторезистивного
травлення, а також реалізовано технологію інтерференційної фотолітографії з використанням даних
фоторезистів. Продемонстровано, що застосування процесів на перехідних та реверсивних
фотостимульованих перетвореннях у відпалених шарах ХСН в інтерференційній літографії дозволяє
використовувати більш екологічно прийнятні неорганічні фоторезисти на основі германієвовмісних
халькогенідних сполук, отримувати періодичні 1-D та 2-D структури з високою якістю поверхні та
однорідністю на підкладках великої площі. При поєднанні методів інтерференційної літографії та імерсії з
використанням фоторезистів на основі відпалених плівок ХСН можна отримувати структури з
нанорозмірними елементами. Розроблені літографічні процеси дозволяють формувати різноманітні
періодичні структури, зокрема, дифракційні періодичні структури, субхвильові металеві структури,
мікропрофільовані пластини, плазмонні структури (сенсорні чипи з підвищеною чутливістю) на підкладках
великої площі та оптичні сигналограми.

2. The thesis describes the results of the research of photoinduced effects such as successive positive
photoresistive process and photoetching effect which are observed in annealed thin films of chalcogenide vitreous
semiconductors, or, in other words, chalcogenide glasses (ChGs). The effect of photoetching in annealed ChG films
has been described. The essence of this effect is the photostimulated increasing of the solubility of the exposured
areas of ChG films at simultaneous exposure and etching. It has been established that the photoetching effect is
based on transient changes in thin ChG films, which exist during irradiation only and disappear rapidly after
switching off, at the same time, the basis of the successive photoresistive process is reversible photochanging. The
phenomenology has been investigated and the mechanisms of the investigated photoetching and successive
photoresistive effects in annealed ChG films have been proposed. Photoresist based on photo-etching and
successive photoresist etching effects have been developed, and the technology of interference photolithography
using these photoresists has been implemented.It has been demonstrated that application of processes on
transient and reversible photostimulated transformations in annealed ChG layers in interference lithography
allows to use more environmentally friendly non-organic photoresists on the basis of germanium-containing
chalcogenide compounds to obtain periodic 1-D and 2-D structures with high quality surface and homogeneity on
large scale substrates. Combining the methods of interference lithography and immersion with the usage of
photoresists based on annealed ChG films allows to form structures with nanosized elements. The developed
lithographic processes enable to form various periodic structures, in particular, diffraction periodic structures,
subwave metal structures, microprofiliated plates, plasmonic structures (sensor chips with high sensitivity) on
large scale substrates, and optical track records.
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